Rejestracja charakterystyki prgdowo-napieciowej zaréwki (P4.1.2.1)
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Zaréwki, 12 V/3 W, E10, set of 10

Oprawa lampy E10, top, STE 2/19
Power-CASSY USB

CASSY Lab 2

Voltage dependent resistor, STE 2/19
Wtyczka do uktadu sterowania
ZasilaczDC,0...16V,0..5A

Miernik uniwersalny LDanalog 20
Przewod, 50 cm, czerwono/niebieski, para
Przewdd tgczeniowy, 100 cm, czerwony
Sonda PTC 30 Ohm z przewodem, STE 2/19
Sonda NTC 4.7 kOhm, STE 2/19

Plyta grzewcza

Termometr, -10 ... +110 °C/0.2 K

Zlewka, 400 ml, szeroka

Fotorezystor LDR 05, STE 2/19

Oprawa lampy E10,boczna, STE 2/19
Zaréwki 6 V/5 W, E10, zestaw 10 szt.
Transformator, 6/12 V

Stalowa tasma pomiarowa, | = 2 m/78“
Przewdéd, 100 cm, czarny, para

Dodatkowo wymagany:
Komputer PC z Windows XP/Vista/7
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Wiele materiatéw nie przewodzi napigcia i pradu proporcjonalnie do siebie. Ich rezystancja
zalezy od poziomu pradu. W aplikacjach technicznych elementy, ktérych rezystancja zalezy
znaczaco od temperatury, natezenia $wiatta lub innej wielko$ci fizycznej sg bardzo wazne.

W dos$wiadczeniu P4.1.2.1, system akwizycji danych CASSY jest uzywany do rejestracji
charakterystyk prad-napigcie lampy zarowej. Wraz z nagrzewaniem sig zarnika podczas
przeptywu pradu, jego rezystancja zalezy od temperatury, rézne charakterystyki sg -
generowane, gdy prad jest zatagczany i wylgczany. Charakterystyka zalezy takze od

szybkosci narastania napiecia dU/dt.

Doswiadczenie P4.1.2.2 rejestruje charakterystyke prad-napigcie warystora (rezystor zalezny
od napiecia). Jego charakterystyka jest nieliniowa w jego zakresie pracy. Przy wigkszych
pradach wchodzi w tzw. “zakres wzrostu®, w ktérym sktadowa omowa catkowitej rezystancji
wzrasta.

Celem doswiadczenia P4.1.2.3 jest pomiar charakterystyki temperaturowej termistora NTCT
PTC. Poszczegdlne zmierzone wartosci moga by¢ opisane za pomocg réwnan

empirycznych, w ktérych tylko znamionowa warto$é R o, temperatura odniesienia Toi stata
materiatowa pojawia sig jako parametr.

Celem doswiadczenia P4.1.2.4 jest charakterystyka fotorezystora CdS. Jego rezystancja
zmienia sie od ok. 100 W do ok. 10 MW, zaleznie od jasno$ci. Rezystancja jest mierzona w
funkcji odlegtosci od lampy zarowej o$wietlajgcej fotorezystor.
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